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Deformatiile uniaxiale (in caz general
anizotropice) permit de a varia nu numai
volumul dar si forma retelei cristaline deacea
proprietatilor fizice ale solidelor. Pentru
majoritatea metalelor , insa marimea efortului
uniaxial care poate fi aplicat este limitat de
marimea limitei de elastiucitate si ca rezultat
marimea relativd a deformatiei elastice este
de ordinul (0,01 + 0,05)%. In ultimul timp au
fost elaborate mai multe metode de obtinere a
deformatiilor anizotropice a monocristalelor
masive, marimea relativd a carora este de
~1% [1]. In lucrarea data s-a studiat influenta
deformatiilor anizotropice in lungul axei
trigonale (C;) asupra rezistentei electrice a
probelor monocristaline  din  bismut.
Deformatiile anizotropice s-au obtinut prin
metoda descrisa in [1]. Camera de obtinere a
presiunilor  hidrostatice  are  diametrul
canalului de lucru 4,5 mm. Presiunea se
determind cu ajutorul wunui captor din
manganin (aliaj cupru - mangan) rezistenta
electrica a caruiea, in intervalul de presiune (0
+ 25)-10° kPa, depinde liniar de presiune [2].
Captorul are forma unei mici bobine din fir
bifilar (fard inductantd) cu coeficientul baric
al rezistentei electrice  2,48-10°1/kPa
(2,48-10°bari '), care a fost mentinut in
decurs de 3 ore la temperatura de 400 K si
supus citorva cicluri de comprimare
hidrostatica. Eroarea in determinarea presiunii
a fost de (0,2+0,3)kbari. Probele cercetate
aveau forma unor pastile cu grosimea 0,75mm
si diametrul (2,5+3,5)mm. Axa trigonala (Cs;)
este  perpendiculara  planului  discului.
Curentul de 100 mA este indreptat in lungul
axei binare (C,). Efortul este aplicat in lungul
axei Cs. In camera de obtinere a presiunilor
impreund cu sistema probd-inel s-a instalat si
o proba liberd (fara suport lateral) taiatd din
regiunea vecind a monocristalului de bismut
si are aceleasi dimensiuni ca si proba din inel.
In experiente se compara variatia rezistentei
electrice a probei fixate in inel, in dependenta
de presiune, cu variatia rezistentei electrice a
probei fara suport lateral. Rezistenta s-a
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masurat prin metoda potentiometrica. Eroarea
relativd 1n determinarea rezistentei electrice
nu depaseste 0,02%. Toate masurdrile au fost
efectuate la temperatura T=300K.
Temperatura se controla cu ajutorul unui
termocuplu cupru — constantan una din suduri
a careia este fixatd pe peretele camerei de
obtinere a presiunii la nivelul probei, iar
cealaltd sudurd se mentine la t = 0°C. Au fost
utilizate inele confectionate din aliaj bronza
cu beriliu (BKB-2) pentru care raportul E;/ E,
=~ 5,6 (Ei si E, — modulul Young respectiv
pentru inel si proba); din aliaj nemagnetic
40xXHIO (E/E, =10) si din ceramica E; / E,
>10. In scopul miririi durititii inelele din
BRB-2 si 40XHIO au fost supuse unei
prelucrari termice speciale. Inelele aveau
dimensiunile cuprinse intre 1/R=0,45 si 0,65 (r
si R — respectiv raza interioara si exterioara).
Rezultatele obtinute aratd ca rezistenta
electrica a probelor cu suport lateral, dupa
valoare creste cu madrirea presiunii cu o
marime cu mult mai mare decit rezistenta
electricd a probelor fard suport lateral, care
sint supuse numai comprimdrii de volum.
Valoarea maximala de crestere a rezistentei
electrice AR / R a probelor cu suport lateral
este de ~100 % (E/E, =10; /R =0,5 si
presiunea de 6-10° kPa), adici de 2 ori mai
mare decit cresterea rezistentei probei fara
suport lateral. Aceasta crestere, probabil este
nu numai rezultatul micgordrii ariei de
suprapunere a benzilor energetice, dar si a
mobilitatii purtatorilor de curent, datorita
cresterii rolului extremelor din apropierea
nivelului Fermi.
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